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200mS 超低功耗延时复位电路 

产品概述 

AF809 系列是采用 CMOS 技术实现的具有 200ms 固定延迟时间的三端口复位电路，该系列检测器能检测

1.0V～5V 的固定电压。CMOS 技术确保了超低功耗。输出型式提供 CMOS 输出和 NMOS 开漏输出。 

产品特点 

 工作电压高：最高10V 

 检测精度  ：±2%  

 输出型式：CMOS输出 NMOS开漏输出 

 低的静态功耗：1uA(典型值）  

 延时时间：200mS  

 驱动电流：3mA（典型值） 

产品用途 

 数码产品 

 通讯设备 

 机顶盒 

选型列表 

型号 检测电压 延时时间 输出形式 精度 封装 丝印 

AF809C263xx 2.63V 200mS CMOS ±2% 

SOT23-3 

SOT23 

SOT89 

 

AFAA 
AF809N263xx 2.63V 200mS NMOS ±2% 

AF809C293xx 2.93V 200mS CMOS ±2% 
ADAA 

AF809N293xx 2.93V 200mS NMOS ±2% 

AF809C308xx 3.08V 200mS CMOS ±2% 
ACAA 

AF809N308xx 3.08V 200mS NMOS ±2% 

AF809C400xx 4.00V 200mS CMOS ±2% 
CWAA 

AF809N400xx 4.00V 200mS NMOS ±2% 

AF809C438xx 4.38V 200mS CMOS ±2% 
ABAA 

AF809N438xx 4.38V 200mS NMOS ±2% 

AF809C463xx 4.63V 200mS CMOS ±2% 
AAAA 

AF809N463xx 4.63V 200mS NMOS ±2% 
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订购信息 

AF809①②③④⑤⑥  

数字 符号 描述 

①  
C 

N 

CMOS 输出 

NMOS 输出 

② ③ ④ 整数 检测电压 

 

M 封装:SOT23-3 

N 封装:SOT-23 

P 封装:SOT89 

⑥ 
R 环保标志：无铅 

G 环保标志：无铅、无卤 

例：AF809C263PR  检测电压 2.63V、CMOS 输出、SOT 89 封装。 

引脚配置 

   

 

 

 

 

 

功能框图 

 

 

引脚 功能描述 

VIN 输入 

GND 地 

VOUT 输出 

产 

品 

型 

号 

公

司

名

称 

 

SOT23(Top View)     SOT23-3(Top View)      SOT89(Top View) 
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电气特性参数 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VCC 输入电压范围 
TA=0℃ to 70℃ 

TA=-40℃ to 105℃ 

1.1 

1.2 
 

7.5 

7.5 
V 

ISS 静态电流 

TA=-40℃ to 

85℃ 

TA=-40℃ to 

85℃ 

TA=85℃ to 

105℃ 

TA=85℃ to 

105℃ 

VCC<5.5V, L/M/J 

VCC<3.6V,R/S/T 

VCC<5.5V,L/M/J 

VCC<3.6V,R/S/T 

 

1.5 

1 

 

 

1.8 

1.2 

2.8 

2.5 

μA 

VTH 复位阈值 

L devices 

TA=25℃ 

TA=-40℃ to 85℃ 

TA=85℃ to 105℃ 

4.56 

4.50 

4.40 

4.63 

4.70 

4.75 

4.86 

V 

M devices 

TA=25℃ 

TA=-40℃ to 85℃ 

TA=85℃ to 105℃ 

4.31 

4.25 

4.16 

4.38 

4.45 

4.50 

4.56 

J devices 

TA=25℃ 

TA=-40℃ to 85℃ 

TA=85℃ to 105℃ 

3.93 

3.89 

3.80 

4.00 

4.06 

4.10 

4.20 

T devices 

TA=25℃ 

TA=-40℃ to 85℃ 

TA=85℃ to 105℃ 

3.04 

3.00 

2.92 

3.08 

3.11 

3.15 

3.23 

S devices 

TA=25℃ 

TA=-40℃ to 85℃ 

TA=85℃ to 105℃ 

2.89 

2.85 

2.78 

2.93 

2.96 

3.00 

3.08 

R devices 

TA=25℃ 

TA=-40℃ to 85℃ 

TA=85℃ to 105℃ 

2.59 

2.55 

2.50 

2.63 

2.66 

2.70 

2.76 

 复位阈值稳定性    30  Ppm/℃ 

 VCC复位延时 VCC= VTH to VTH -100mV  20  us 

VOL 延时时间 
TA=-40℃ to 85℃ 140 

200 
560 

ms 
TA=85℃ to 105℃ 100 840 
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绝对最大额定值 

项目 符号 最大值 单位 

输入电压 Vin 10 V 

功耗 

SOT23-3 

Pd 

300 mW 

SOT23 300 mW 

SOT89 500 mW 

工作温度 Topr -40℃～85℃ ℃ 

存储温度 Tstg -40℃～125℃ ℃ 

注：绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造 

成产品劣化等物理性损伤。 

 

时序图 

 

典型应用电路 

                  

COMS输出               NMOS开漏输出 
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封装信息 

SOT23-3外形尺寸 
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SOT23 外形尺寸 
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SOT89 外形尺寸 
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声明 

晶岳保留电路及其规格书的更改权，以便为客户提供更优秀的产品，规格若有更改，恕不另行通知。 

本规格书所包含的信息仅作为晶岳产品的应用指南，没有任何专利和知识产权的许可暗示，如果客户侵犯

了第三方的专利和知识产权，晶岳不承担任何责任。 

本规格书中的示例图为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。 


